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金属/単分子/金属接合(単分子接合)の電気伝導度測定が広く行われているが、接合界面の情報を

得ることは難しい。本研究では、単分子接合の電流電圧特性を測定し、測定結果を理論式を用い

てフィッティングすることで分子の架橋構造を推測した。今回は新たなアンカー部位として開発

された三脚アンカー分子[1,2]に着目した。チオフェンを有したアンカー部分と分子骨格部分とを

π電子系で繋いだ三脚分子(Fig.1)を用い、金を電極として Mechanically controllable break junction 

法により 100 K , N2雰囲気で、電流電圧特性を計測した。 

 Fig.2aにコンダクタンスヒストグラムを示す。10
-3

 G0 (1 G0≃77.4 μS)と 10
-5

 G0付近に 2つのピ

ークが観測され、三脚分子が二つの電気伝導度を示すことが明らかとなった。それぞれのコンダ

クタンス領域で測定された電流電圧特性を見ると、高コンダクタンス側では対称的であるのに対

して (Fig.2b)、低コンダクタンス側では非対称であった (Fig.2c)。電流電圧特性を Eq.1[3]の理論

式(Γ:Coupling strength ,ε0:Molecular energy level)を用いてフィッティングすると、電極と分子の結合

の強さを表すカップリング強度が前者では左右で同じ値であったのに対し、後者では異なってい

た。このことから、10
-3

 G0付近では分子骨格のπ軌道と直結したチオフェンが両電極に接続して

おり(Fig.3a)、10
-5

 G0付近では非対称な接続構造を構成していると考えられる (Fig.3b)。 
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Eq.1:Equation of current-voltage characteristics 

 

Fig.2: Conductance histogram of single molecule  

junction (a) taken at the bias voltage of 200 mV and  

current-voltage characteristics at 10
-3

G0 (b) and  

10
-5

G0 (c). 

 

Fig.3: Symetric (a) and  

asymmetric (b) junction  

between tripod anchor  

and gold electrode 

 

Fig.1:Molecular structure 
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